
特　長
●	ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを
駆動

●	ピーク出力シンク電流：1.8A
●	ピーク出力ソース電流：1.2A
●	ブートストラップ電源電圧範囲：最大118V	DC
●	TTL互換の単一入力
●	ターンオン遅延時間（デッド・タイム）をプログラミング
可能

●	イネーブル入力ピン
●	高速のターンオフ伝搬遅延（標準32ns）
●	15nsの立ち上がり時間と10nsの立ち下がり時間で
1000pFを駆動

●	電源レールの低電圧誤動作防止
●	低消費電力
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この資料は、Texas Instruments Incorporated（TI）が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ

（日本TI）が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補
助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。
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最新の英語版資料
http://www.ti.com/lit/gpn/lm5106
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100Vハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、
プログラマブル・デッド・タイム付き

www.tij.co.jp

アプリケーション
●	ソリッド・ステート・モーター・ドライブ
●	ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ
●	2スイッチのフォワード・パワー・コンバータ

パッケージ
●	WSON-10（4mm	× 4mm）
●	VSSOP-10

概　要
LM5106は、同期降圧型またはハーフブリッジの構成にお

いてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆
動するよう設計された、高電圧ゲート・ドライバです。フロー
ティング・ハイサイド・ドライバは、最大100Vのレール電圧で

http://www.ti.com/lit/gpn/lm5106
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	 静電気放電対策

これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内
蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す
る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて
おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

動作できます。単一の制御入力はTTL信号レベルと互換性が
あり、1個の外付け抵抗を使用することで、厳密にマッチング
されたターンオン遅延回路を通してスイッチング遷移時のデッ
ド・タイムをプログラミングできます。堅牢なレベル・シフト技
術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、クリーンな出
力遷移を実現します。低電圧誤動作防止機能を備え、ローサイ
ドまたはブートストラップされたハイサイド電源電圧が動作
スレッショルドを下回るときには、ゲート・ドライバがディス
エーブルになります。LM5106は、VSSOP-10、または熱特性
が強化された10ピンWSONプラスチック・パッケージで供給さ
れます。 

1 VDD 正ゲート駆動電源 低ESR/ESLのコンデンサをICにできる限り近づけて配置することで、VDDを
VSSにデカップリングします。

2 HD ハイサイド・ゲート・
ドライバ用ブートストラップ・
レール

ブートストラップ・コンデンサの正端子をHBピンに接続し、負端子をHSに
接続します。ブートストラップ・コンデンサは、ICにできる限り近づけて配
置します。

3 HO ハイサイド・ゲート・
ドライバ出力

短い低インダクタンスのパスを通してハイサイドN-MOSデバイスのゲートに
接続します。

4 HS ハイサイドMOSFET
ソース接続

ブートストラップ・コンデンサの負端子、およびハイサイドN-MOSデバイス
のソースに接続します。

5 NC 接続なし
6 RDT デッド・タイム・

プログラミング・ピン
RDTとVSSの間に抵抗を接続することで、ハイサイドとローサイド両方の
MOSFETのターンオン遅延時間をプログラミングします。プリント基板上の
隣接するパターンからのノイズ結合を最小限に抑えるため、この抵抗はICに
できる限り近づけて配置する必要があります。

7 EN ドライバのディスエーブル/
イネーブル用ロジック入力

ヒステリシス付きのTTL互換スレッショルド。ENがLowのとき、LOとHOは
Lowに保持されます。

8 IN ゲート・ドライバ用
ロジック入力

ヒステリシス付きのTTL互換スレッショルド。INがHighのとき、ハイサイド
MOSFETがオン、ローサイドMOSFETがオフになります。

9 VSS グランド・リターン すべての信号がこのグランドを基準とします。
10 LO ローサイド・ゲート・

ドライバ出力
短い低インダクタンスのパスを通してローサイドN-MOSデバイスのゲートに
接続します。

該当なし EP 露出したパッド 露出したパッドには電気的接点はありません。熱抵抗を低減するために、シス
テムのグランド・プレーンに接続してください。

ピン番号 名称 説明 アプリケーション情報

図 1. 10リードVSSOPまたはWSON DGSまたはDPR0010Aパッケージを参照
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